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FRAMと他メモリの特性比較
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上記は典型値であり、実際は製品により異なります。
※1.　FRAM 書き換え回数：読み出しの場合は、破壊読み出しになるため、読み出しと再書き込みの合計回数。
※2.　Flash Memory 書き換えサイクル：チップ内部でのプリプログラミング時間を除く。


